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Para una juntura poly-N y substrato P
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CONCENTRACIONES EN LA JUNTURA MOS

CONDICION DE UMBRAL INVERSION
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FENOMENOS QUE SUCEDEN EN INVERSION

1 - El ancho de la zona de vaciamiento llega a un valor maximo y se vuelve
constante. Este valor se alcanza cuando VGB = V.
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2 - La diferencia de potencial en el substrato alcanza un valor constante.

rqa(inv.) ~ xq(Vr) =

— Ldmax

VB(inv.) ~ VB(VT) — —2@5[)

3 - Comienza a acumularse carga de forma superficial en la interfaz oxido
semiconductor, de signo negativo.

Q'p| = |Q'n| + gNazgimar
Q’'n: carga de inversion

Qiz — /(/).1'<V(¥B — VT)




Utllizando los mismos datos que en el ejercicio anterior pero ahora aplicando uno
tension Vee= 2V. Obtener el ancho de la zona de vaciamiento (xd), las diferencias de
potencial en el oxido (AVox) y en el sustrato (AVsubs) y la carga de inversion (Q'n).

Datos: ¢, =150 10" ""m = 150 10" °cm
Ny=3 102 em ™2
Vip = —08706V
Vr =0.884 V
Ves > Vi => INVERSION

1) Obtenemos el valor de Xd
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2) Obtenemos las diferencias de tensidon en el
oOxido y en el substrato

AVoua, = =20, = 2.326 mV = 652mV

Substrato
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Como es un circuito cerrado debe cumplir lo

ley de Kirchhoff de tension
‘;,-1); — QOp = .A‘ :n. e A‘ .'\'U[l.\ (—‘1“ - (E

AVor = Vo + dp — AVsuws = 2,22V




Utilizando los mismos datos que en el ejercicio anterior pero ahora aplicando
una tension Ves= 2V.

Datos: t,, = 1501079 = 150 10 %em
N,=310"em™
Vip = —0.876 V
Vi = 0.884V

3) Obtenemos el valor de Q'n

Q= —C' (Vo — Vi) = — =222(2y — 0,884V)
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SIEMPRE Y CUANDO VaB > VT (INVERSION)

Q = —2.301 l()_T('.,.-"'mn.‘2
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